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 暫定版 データシート 

R1EV24064ASAS0I 
Two-wire serial interface 
64k EEPROM (8-kword  8-bit) 

概要 

R1EV24xxxシリーズは 2線式シリアルインターフェースの EEPROM（電気的に書き換え可能な ROM）で
す。最新のMONOSメモリ技術，CMOSプロセスを採用し，低消費電力・高速動作・高信頼性を実現してい
ます。また 32バイトページ書き換え機能により，データ書き換えが高速化されています。 

 

 
 

特長 

 単一電源：2.5V～5.5V 
 2線式シリアルインターフェース(I2Cバス) 
 動作周波数：400kHz 
 消費電流 

 スタンバイ時：2A (max) 
 読み出し時：1mA (max) 
 書き換え時：3.0mA (max) 

 ページ書き換え：ページサイズ 32バイト 
 書き換え時間：5ms  
 書き換え回数：100万回 @25℃ 
 データ保持：100年以上 @25℃ 
 小型パッケージ： SOP8ピン 
 出荷形態 

 SOP8ピン：4,000IC/reel 
 温度範囲：–40～+85℃ 
 本製品は鉛フリー仕様です。 
 本製品はハロゲンフリー仕様です。 
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製品ラインアップ 

Orderable Part Numbers Internal organization Package Shipping tape and reel 

R1EV24064ASAS0I#K0 64k bit (8192  8-bit) 150 mil 8-pin plastic SOP  
PRSP0008DF-B (FP-8DBV) 
鉛フリー仕様, ハロゲンフリー仕様 

4,000 IC/reel 

 

ピン配置 
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ピン説明 

Pin name Function 

A0 to A2 Device address 

SCL Serial clock input 

SDA Serial data input/output 

WP Write protect 

VCC Power supply 

VSS Ground 

 

ブロックダイアグラム 

Control

logic

High voltage generator

A
d

d
re

s
s
 g

e
n

e
ra

to
r

X
 d

e
c
o

d
e

r
Y

 d
e

c
o

d
e

r

Memory array

Y-select & Sense amp.

Serial-parallel converter

VCC

VSS

WP

A0, A1, A2

SCL

SDA

Voltage detector

 



R1EV24064ASAS0I 暫定版 

R10DS0127JJ0100  Rev.1.00  Page 3 of 15 
2012.11.09  

絶対最大定格 

Parameter Symbol Value Unit 

Supply voltage relative to VSS VCC 0.6 to +7.0 V 

Input voltage relative to VSS Vin 0.5*2 to +7.0 V 

Operating temperature range*1 Topr 40 to +85 C 

Storage temperature range Tstg 55 to +125 C 

【注】 1. データ保持含む 

 2. パルス幅が 50ns以下の場合は，3.0V 

 

DC動作条件 

Parameter Symbol Min Typ Max Unit 

Supply voltage VCC 2.5  5.5 V 

 VSS 0 0 0 V 

Input high voltage VIH VCC  0.7  VCC + 0.5 V 

Input low voltage VIL 0.3*1  VCC  0.3 V 

Operating temperature Topr 40  +85 C 

【注】 1. パルス幅が 50ns以下の場合は，1.0V 

 

DC特性 

(Ta = –40～+85˚C, VCC = 2.5 V～5.5V) 

Parameter Symbol Min Typ Max Unit Test conditions 

Input leakage current ILI   2.0 A VCC = 5.5 V, Vin = 0 to 5.5 V 

Output leakage current ILO   2.0 A VCC = 5.5 V, Vout = 0 to 5.5 V 

Standby VCC current ISB   2.0 A VCC = 5.5 V, Vin = VSS or VCC 

   0.5  A VCC = 3.3 V, Vin = VSS or VCC, Ta = 25C
Read VCC current ICC1   1.0 mA VCC = 5.5 V, Read at 400kHz 

   0.2  mA VCC = 3.3 V, Read at 400kHz, Ta = 25C
Write VCC current ICC2   3.0 mA VCC = 5.5 V, Write at 400kHz 

   1.5  mA VCC = 3.3 V, Write at 400kHz, Ta = 25C
Output low voltage VOL   0.4 V IOL = 3.0mA 

 

容量 

(Ta = +25C, f = 1 MHz) 

Parameter Symbol Min Typ Max Unit Test conditions 

Input capacitance (A0 to A2, SCL, WP) Cin*1   6.0 pF Vin = 0 V 

Output capacitance (SDA) CI/O*1   6.0 pF Vout = 0 V 

【注】 1. Not 100% tested. 

 

メモリセル特性 

(Vcc=2.5V～5.5V) 

 Ta = +25°C Ta = +85°C Note 

書き換え回数 1,000k Cycles min. 100k Cycles min. 1 

データ保持年数 100 Years min. 10 Years min. 1 

【注】 1. Not 100% tested. 

 

出荷時データ 

 メモリアレイ：”1” (FF Hex) 
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AC特性 

(Ta = 40～+85C, VCC = 2.5～5.5 V) 

測定条件 

 入力パルスレベル： 
 VIL = 0.2  VCC  
 VIH = 0.8  VCC 

 入力立ち上がり／立ち下がり時間： 20 ns 
 入出力タイミング参照レベル：0.5  VCC 
 出力負荷：1TTL Gate + 100 pF 
 

Parameter Symbol Min Typ Max Unit Notes 

Clock frequency fSCL   400 kHz  

Clock pulse width low tLOW 1200   ns  

Clock pulse width high tHIGH 600   ns  

Noise suppression time tI —  50 ns 1 

Access time tAA 100  900 ns  

Bus free time for next mode tBUF 1200   ns  

Start hold time tHD.STA 600   ns  

Start setup time tSU.STA 600   ns  

Data in hold time tHD.DAT 0   ns  

Data in setup time tSU.DAT 100   ns  

Input rise time tR   300 ns 1 

Input fall time tF   300 ns 1 

Stop setup time tSU.STO 600   ns  

Data out hold time tDH 50   ns  

Write protect hold time tHD.WP 1200   ns  

Write protect setup time tSU.WP 0   ns  

Write cycle time tWC   5 ms 2 

【注】 1. Not 100% tested. 

 2. tWCはストップ・コンディション入力から書き込み（内部制御）終了までの時間です。 
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タイミング波形 

Bus Timing 

tF
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tBUF
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SDA
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Write Cycle Timing 

SCL

SDA D0 in

Write data ACK
(Address (n))

tWC

(Internally controlled)

Stop condition Start condition
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ピン機能 

シリアルクロック(SCL) 

シリアルデータ入出力のタイミングを設定するためのクロック入力端子です。クロックの立ち上がりで
データの取り込み，立ち下がりでデータを出力します。クロック周波数の最大値は 400kHzです。 

シリアル入出力(SDA) 

シリアルデータの入力・出力端子です。出力はオープンドレインになっていますので，抵抗でプルアップ
する必要があります。抵抗値については DC特性の ‘VOL’ と ‘IOL’ および SDA端子の負荷容量から，システ
ムに適した値を求めてください。 

後述のスタート・コンディション，ストップ・コンディションを除き，SDA入力の切り替わりは，SCLが
Lowの期間内にする必要があります。 

Data Validity (SDA data change timing waveform) 

SCL

SDA

Data
change

Data
change  

【注】 SDAの High  Lowまたは Low  Highの切り替えは SCLが Lowの期間に行ってください。 

 

デバイス・アドレス(A0,A1,A2) 

本製品は同一データバス上に複数個（最大 8個）のデバイスを接続することができます。デバイス・アド
レスは，各々のデバイスを認識するために使用します。外部で VCCまたは VSSに接続してください。この VCC，
VSSの組み合わせが，SDA端子から入力されるデバイス・アドレス・コードと一致したデバイスが動作しま
す。デバイス・アドレス端子は，デバイス内部でプルダウンされています。オープン状態で使用する場合は，
デバイス・アドレスは VSS に設定されます。 

Pin Connections for A0 to A2 

Pin connection 

Memory size 
Max connect 

number A2 A1 A0 Notes 

64k bit 8 VCC/VSS VCC/VSS VCC/VSS  

【注】 1. VCC/VSS：デバイス内部でプルダウンされていますので、フローティング時は VSSになります。 

 

ライトプロテクト（WP） 

ライトプロテクト端子を Highにすると，メモリアレイの全領域が書き込み禁止になります。書き込み禁止
になる領域をWrite Protect Areaに示します。また、デバイスアドレス、メモリアドレス入力後は、
Acknowledge“0”を出力しますがWrite データ入力後は Acknowledge“1”(No ACK)を出力します。ライトプロテ
クト端子が Lowの場合は，全メモリアレイの書き換えができます。読み出しは，ライトプロテクト端子の
High/Lowにかかわらず可能です。 
なお、WP 端子はデバイス内部でプルダウンされていますので、オープン状態で使用する場合、WRITE命令
は通常に実行することができます。 

Write Protect Area 

Write protect area 

WP pin status 64k bit 

VIH Full (64k bit) 

VIL Normal read/write operation 
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動作説明 

スタート・コンディション 

Read，Writeの動作を開始するには，SCL入力が Highの期間に，SDA入力を Highから Lowにするスター
ト・コンディションにする必要があります（Start condition and stop condition参照）。 

ストップ・コンディション 

SCL入力が Highの期間に，SDA入力を Lowから Highにすることで，ストップ・コンディションになりま
す（Start condition and stop condition参照）。Readの場合，ストップ・コンディションを入力すると Readが終
了し，スタンバイ状態になります。Writeの場合は，ストップ・コンディション入力で書き換えデータの入力
終了となり，メモリへの書き込みを tWCの期間実施した後，スタンバイモードになります（Write cycle timing
参照）。 

Start Condition and Stop Condition 

SCL

SDA
 (in)

Stop conditionStart condition  

 

Acknowledge 

アドレス情報，Read情報等のシリアルデータは 8bit単位で送受信が行われます。Acknowledge信号は，こ
の 8ビットのデータが正常に送信または受信されたことを示す信号で，SCLの 9クロック目に受信側が“0”
を出力します。送信側は，この 9クロック目で Acknowledge信号を受信するために，バスを解放します。 

EEPROMから見ると，Writeの場合はすべて受信となるため，8ビットの受信が完了したら，9クロック目
に EEPROMから Acknowledge “0”を出力します。Readの場合は，スタート・コンディションの後の 8ビット
受信後に Acknowledge “0”を出力します。これに続いて，EEPROMは Readデータを 8ビット単位で出力しま
すが，出力後はバスを解放し，マスタ側から Acknowledge “0”が送られるのを待ちます。Acknowledge “0”検出
すると，EEPROMは次のアドレスの Readデータを出力します。Acknowledge “0”が検出されずにストップ・
コンディションを受信すると，Read動作を終了しスタンバイ状態になります。なお，Acknowledge “0”が検出
されず，かつストップ・コンディションも送られて来ない場合は，データを出力せずにバス解放状態を持続
します。 

Acknowledge Timing Waveform 

SCL

SDA IN

SDA OUT

1 2 8 9

Acknowledge
out
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デバイス・アドレッシング 

スタート・コンディションに続いて８ビットのデバイス・アドレス・ワードを入力します。この入力でデ
バイスは Read，Writeの動作を開始します。デバイス・アドレス・ワードはデバイス・コード 4bit，デバイス・
アドレス・コード 3bit，Read/Writeコード 1bitの 3つのコードで構成されています。 

デバイス・アドレス・ワードの上位 4ビットはデバイス・タイプを識別するデバイス・コードで，本製品
では“1010”の固定コードになります。 

デバイス・コードに続けてデバイス・アドレス・コード 3ビットを A2，A1，A0の順に入力します。デバ
イス・アドレス・コードはバスに最大 8ケ接続されたデバイスのうち，どれを選択するかを決定します。前
述のデバイス・アドレス端子 A2～A0の High，Lowの接続が，入力されたデバイス・アドレス・コードと一
致したデバイスが選択されます。 

デバイス・アドレス・ワードの 8ビット目は R/W(Read/Write)コードです。“0”入力の場合はWrite動作，“1”
入力の場合は Read動作になります。 

なお，デバイス・コードが“1010”でない場合，もしくはデバイス・アドレス・コードが一致しない場合は，
Read/Write動作に入らず，スタンバイモードになります。 

Device Address Word 

Device address word (8-bit)  

Device code (fixed) Device address code R/W code*1

64k 1 0 1 0 A2 A1 A0 R/W 

【注】 1. R/W=“1”の場合は Read，R/W=“0”の場合はWriteになります。 
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Write動作 (WP=Lowの時) 

Byte Write：ライトプロテクト端子(WP)が Low状態でのWrite動作について 

スタート・コンディションに続いて，Read/Writeコードを“0”にしてデバイス・アドレス・ワード 8bitを入
力すると，9bit目に Acknowledge “0”を出力し，Writeモードに入ります。この後，8bit2のメモリ・アドレス
を入力します。メモリ・アドレスを入力すると，Acknowledge “0”を出力しますので，続いてWriteデータ 8bit
を入力します。Writeデータを受け取ると EEPROMは Acknowledge “0”を出力します。ここでストップ・コン
ディションを入力すると，LSI内部で制御される書き換え動作に入り，書き換え動作終了まで，SCL，SDA
の入力を受け付けなくなります。書き換え動作が終了すると自動的にスタンバイモードに戻ります。 

Byte Write Operation 

Device 
address

1st Memory 
address (n)

2nd Memory 
address (n) Write data (n)

64k 1 0 1 0 W
a1

2
a1

1
a1

0
a9 a8 a7 a6 a5 a4 a3 a2 a1 a0 D

7
D

6
D

5
D

4
D

3
D

2
D

1
D

0

StopStart ACK ACKACK
R/W

*1*1

Note: 1.  Don't care bit

*1

WP

ACK

 

 

Page Write： 

本製品は 32バイトまでの任意のバイト数を一度に書き換えられる Page Write 機能を有しています。 Page 
Write では Byte Write と同様に，スタート・コンディション→デバイス・アドレス・ワード→メモリ・アド
レス(n)→Writeデータ(Dn)の順に，9bitごとの Acknowledge “0”出力を確認しながら入力します。Writeデータ
(Dn)入力後にストップ・コンディションを入力しないで，Writeデータ(Dn+1)を入力すると，Page Writeモー
ドに入ります。Writeデータ(Dn+1)を入力した時点で，ページ内アドレス(a0～a4)は自動的インクリメントさ
れ(n+1)番地になります。このように，Writeデータを次々と入力することができ，Writeデータ入力ごとにペー
ジ内アドレスがインクリメントされ，最大 32バイトのWriteデータを入力できます。ページ内アドレス(a0
～a4)がページの最終番地に達した場合は，アドレスは  “Roll  Over”して，ページの先頭アドレスに戻りま
す。“Roll Over”した場合は，同一アドレスにWriteデータが 2度(以上)  入力されることになりますが，最後
に入力したWriteデータが有効になります。ストップ・コンディションを入力すると，Writeデータの入力を
終了し，書き換え動作に入ります。 

Page Write Operation 

Note: 1.  Don't care bit

Device 
address

1st Memory 
address (n)

2nd Memory 
address (n) Write data (n+m)Write data (n)

 64k 1 0 1 0 W

a1
2

a1
1

a1
0

a9 a8 a7 a6 a5 a4 a3 a2 a1 a0 D
7

D
6

D
5

D
4

D
3

D
2

D
1

D
0

D
5

D
4

D
3

D
2

D
1

D
0

Stop
Start ACK ACK ACK ACKACK

R/W

*1*1 *1

WP
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Write動作 (WP=Highの時) 

Byte Write：ライトプロテクト端子(WP)が High状態でのWrite動作について 

スタート・コンディションに続いて，Read/Writeコードを“0”にしてデバイス・アドレス・ワード 8bitを入
力すると，9bit目に Acknowledge “0”を出力し，Writeモードに入ります。この後，8bit2のメモリ・アドレス
を入力します。メモリ・アドレスを入力すると，Acknowledge “0”を出力します。Writeデータ 8bitを入力後，
EEPROMは Acknowledge “1”(No ACK)を出力し，メモリのデータを書き換えません。 

Byte Write Operation 

Device 
address

1st Memory 
address (n)

2nd Memory 
address (n) Write data (n)

64k 1 0 1 0 W

a1
2

a1
1

a1
0

a9 a8 a7 a6 a5 a4 a3 a2 a1 a0 D
7

D
6

D
5

D
4

D
3

D
2

D
1

D
0

StopStart ACK ACKACK
R/W

*1*1

Note: 1.  Don't care bit

*1

No ACK

WP

 

 

Page Write： 

Page Write では Byte Write と同様に，スタート・コンディション→デバイス・アドレス・ワード→メモリ・
アドレス(n)では，9bitごとに Acknowledge “0”を出力しますが、Writeデータ(Dn)入力後は Acknowledge “1”を
出力し，メモリのデータを書き換えません。 

Page Write Operation 

Note: 1.  Don't care bit

Device 
address

1st Memory 
address (n)

2nd Memory 
address (n) Write data (n+m)Write data (n)

 64k 1 0 1 0 W

a1
2

a1
1

a1
0

a9 a8 a7 a6 a5 a4 a3 a2 a1 a0 D
7

D
6

D
5

D
4

D
3

D
2

D
1

D
0

D
5

D
4

D
3

D
2

D
1

D
0

Stop
Start ACK ACKACK

R/W

*1*1 *1

WP

No ACK No ACK
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Acknowledge Polling： 

EEPROMが書き換え中か否かを判定する機能として，Acknowledge  Pollingがあります。書き換え期間中
にスタート・コンディションに続いてデバイス・アドレス・ワード 8bitを入力します。Acknowledge Polling
の場合，Read/Writeコードは“0”にしてください。9bit目の Acknowledgeで書き換え中か否かを判定します。
Acknowledge “1”は書き換え中，Acknowledge “0”は書き換え終了を示します。Acknowledge Pollingは，Write
データ入力後，ストップ・コンディションが入力された時点から機能します（Write Cycle Polling using ACK
参照）。 

Write Cycle Polling Using ACK 

Send
write command

Send
stop condition 

to initiate write cycle

Send
start condition

Send
device address word 

with R/W = 0

Send
memory address

Send
start condition

Send
stop condition

Send
stop condition

Proceed random address 
read operation

Proceed write operation

Next operation is 
addressing the memory

Yes

Yes

No

No

ACK
returned
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Read動作 

Readには，Current Address Read，Random Read，Sequential Readの 3モードがあります。Readの起動方法
はWriteと同様ですが，デバイス・アドレス・ワード 8bit目の Read/Writeコードに“1”を入力します。 

Current Address Read： 

EEPROM内部のアドレス・カウンタは，前回の ReadもしくはWriteで，最後にアクセスしたアドレス(n)
を 1番地インクリメントした(n+1)番地をキープしています。Current Address Readは，この内部アドレス・カ
ウンタがキープしている(n+1)番地を Readするモードです。 

Writeと同様に，スタート・コンディション→デバイス・アドレス・ワード(ただし R/W=“1”)の順に入力す
ると，Acknowledge “0”を出力したのち，(n+1)番地のデータ 8bitが上位からシリアルに出力されます。この後，
Acknowledge “1”（Acknowledgeの入力をせずに，バスを解放しても可）→ストップ・コンディションの順で
入力すると Readを終了し，スタンバイ状態に戻ります。 

なお，前回が Readモードで最終アドレスをアクセスした場合，Current Address は“Roll Over”して 0番地に
なります。また，前回がWriteモードでページの最終アドレスをアクセスした場合，Current Address はペー
ジ内で”Roll Over”して，ページの先頭アドレスになります。 

Current Addressは，電源を OFFしないかぎり有効です。電源 ON後の Current Addressは不定になります。
電源 ON後の Readは次の Random Read でアドレスを指定してください。 

Current Address Read Operation 

64k

Device 
address Read data (n+1)

Start Stop

1 0 1 0 R D
7

D
6

D
5

D
4

D
3

D
2

D
1

D
0

ACK No ACK
R/W  
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Random Read： 

アドレスを指定して Readするモードです。ダミーのWriteモードで Readすべきアドレスを入力します。
スタート・コンディション→デバイス・アドレス・ワード（R/W=“0”）→メモリ・アドレス 8bit  2の順に入
力します。メモリ・アドレス入力後の Acknowledge “0”出力を確認したら，再度スタート・コンディションを
入力し，上記の Current Address Readを行います。ダミーのWriteモードで指定したアドレスのデータが出力
されます。データ出力後に，Acknowledge “1”（Acknowledgeの入力をせずに，バスを解放しても可）→ストッ
プ・コンディションの順で入力すると Readを終了し，スタンバイ状態に戻ります。 

Random Read Operation 

@@@

Notes: 1.  Don't care bit
2.  2nd device address code (#) should be same as 1st (@).

Device 
address

Device 
address

1st Memory 
address (n)

2nd Memory 
address (n) Read data (n)

 64k 1 0 1 0
# # #

1 0 1 0 RW

a1
2

a1
1

a1
0

a9 a8 a7 a6 a5 a4 a3 a2 a1 a0 D
7

D
6

D
5

D
4

D
3

D
2

D
1

D
0

Stop
Start StartACK

ACK
No ACKACK

R/W ACK
R/W

*1*1

Dummy write Current address read

*1

 

 

Sequential Read： 

データを連続して Readするモードで，Current Address Read，Random Readともに使用できます。8bitのデー
タを出力した後，Acknowledge “0”を入力すると，アドレスがインクリメントされ，次の 8bitのデータが出力
されます。データ出力後に Acknowledge “0”の入力を続けると，アドレスをインクリメントしながら次々と
データを出力します。アドレスが最終アドレスになった場合は，0番地に“Roll Over”します。“Roll Over”後も
Sequential Readが可能です。動作を終了するには，Current Address Read，Random Readと同様に，Acknowledge 
“1”（Acknowledgeの入力をせずに，バスを解放しても可）→ストップ・コンディションの順で入力します。 

Sequential Read Operation 

Device 
address Read data (n+m)Read data (n) Read data (n+1) Read data (n+2)

64k 1 0 1 0 R D
5

D
4

D
3

D
2

D
1

D
0

D
7

D
6

D
5

D
4

D
3

D
2

D
1

D
0

D
7

D
6

D
5

D
4

D
3

D
2

D
1

D
0

D
7

D
6

D
5

D
4

D
3

D
2

D
1

D
0

Stop
Start ACK ACK No ACKACK

R/W
ACK

 



R1EV24064ASAS0I 暫定版 

R10DS0127JJ0100  Rev.1.00  Page 14 of 15 
2012.11.09  

使用上の注意 

電源On/Off時のデータ保護 

電源 On/Off時の誤動作により，データが破壊される場合があります。データ破壊を防止するため，本製品
では Power on Reset 回路を内蔵しています。Power on Reset 回路が正しく動作するように，下記にご注意く
ださい。 

 電源 On/Off時には SCL,SDAを VCCもしくは VSSに固定し，クロックさせないこと 
 電源 Offはスタンバイ状態で行うこと 
 中間レベルからの電源 Onは誤動作の原因になるため，電源 On時には，必ず 0Vから立ち上げること 
 電源 On時の立ち上げレートは 2µs/V以上にすること 
 

ノイズ・キャンセル時間 

SCL，SDAの両端子はノイズ・キャンセル機能を有しています。この機能により，幅 50ns以下のパルスは
キャンセルされます。幅 50nsを越えるパルスはアクティブなパルスとして認識される場合がありますので，
幅 50ns以上の誤パルスが発生しないようご注意ください。 

電源ノイズ対策 

誤動作の原因となる電源ノイズを低減するため，VCC–VSS間にできるだけ配線経路が短くなるように，0.1F
のバイパスコンデンサ(高周波特性の良い積層セラミックコンデンサなど)を配置することを推奨致します。 

デバイス・アドレス入力、ライトプロテクト入力 

デバイス内部でプルダウンされていますのでオープン状態で使用することができますが、フローティング
配線の接続などによりノイズが入らないようご注意下さい。配線を接続する場合には、ノイズによる誤動作
を避けるため Vccまたは Vssに接続することを推奨致します。 
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外形寸法図 

R1EV24064ASAS0I (PRSP0008DF-B / Previous Code:  FP-8DBV) 
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